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1. はじめに 前回我々は、Eu 原料に EuCppm
2 を用いた GaN:Eu に酸素を共添加することにより、

発光スペクトルが単純化されることを報告した[1]。今回は、Eu,O 共添加 GaN に対し蛍光 XAFS

測定を行い Eu イオン周辺の局所構造を評価することで、発光強度と Eu イオンの添加サイトおよ

びその周辺局所構造の関係を調べたので報告する。 

2. 実験方法 試料は OMVPE 法により(0001)サファイア上に作製した。Ga、N、Eu 原料にはそれ

ぞれ TMGa、NH3、EuCppm
2 を用いた[1]。O 共添加は Ar ガスで希釈した O2を GaN:Eu の成長と同

時に供給することによって行った。XAFS 測定は SPring-8 BL14B2 にて行い、いずれの試料も蛍光

法にて測定した[2]。 

3. 結果 図 1 に各試料の Eu LIII吸収端の動径構造関数を示す。O を共添加すること 1.8Å及び 3.0

Å付近のピーク高さが増大し、Eu(DMP)3 を原料とした GaN;Eu に近くなった。カーブフィッティ

ングの結果、Eu を共添加することで大半の Eu が Ga サイトを置換することが分かった。しかしな

がら、図 2 の XANES スペクトルを比較すると、同じ Ga サイト置換型にも関わらず、GaN:Eu,O

のホワイトライン強度が Eu(DPM)3 原料で作製した GaN:Eu よりも大きくなる結果が得られた。

FEFF8 による理論計算の結果、Ga サイト置換型と Ga 空孔の複合体を形成した場合にホワイトラ

インが強くなることが分かった。このため、意図的な O 共添加により Ga サイト置換型と Ga 空孔

の複合体が優先的に形成されると推測される。 
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図 1 Eu 添加GaN 及びEu,O 共添加GaN の 

Eu LIII吸収端における動径構造関数 
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図 2 (a)Eu 添加GaN 及びEu,O 共添加GaN の 

XANES スペクトル(b)FEFF8 による理論計算

(Ga サイト置換型及び Ga 空孔との複合体) 
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